
GF 145 

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4a, 
TGL 11 811 
Masse = 0,4g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-Ucso = 20V -IcC = 10mA 

-Uceo = 15V Prot. = 60 mW 

-UeB0o = 0,3V Ddj = 90°C 

IB - 1 mA da = 60°C 

Wärmewiderstand Rın < 750 AA 

Rıni < 350 °£‚’ 

Kennwerte für da = 25°C —5 grd 

Min Typ ‘ Max Meßbedingungen 

Restströme 

-IcBo ‘ | aua | Uon = 20V 
«ICEo |500 4A | -Uce = 15 V 
-IeBO | 100 vA -UeB = 0,83 V 

UÜbergangsfrequenz 

fr ı 250 MHz | 600 MHz | -Uce = 12 V, -Ic = 1,5mA, f = 100 MHz 

Rauschmaß 

F | 9 dB ‚Ucs — 12V, -Ic = 1,5mA, f = 800 MHz, 
Pr 

Leistungsverstärkung 

Vpb 9 dB | -UCB = 12 V, -IC =1,5 mA, f = 800 MHz 
(nach angegebener Schaltung) 



__ Min Typ Max | MeBbedingungen 

Kollektorkapazität 

c22b | | 41 pF | -Uc8 = 12 V, -IE = 0, f = 2 MHz 

Rückwirkungskapazität 

-Ci2e 0,25 pF ‘ | -UceE =12 V, -Ic=1,5mA, f = 500 kHz 

Rückwirkungszeitkonstante 

m ‘| A „UCB =12V, IC =1,5 mA, t=30MHz 

Gleichstromverstärkung 

B | 10 | -UCE = 12 V, Ic = 1,5 mA 

y-Parameter für #a == 25°C —5 grd 

yııb (5,5— j 14,5) mS 

yızb (-0,27 — ] 0,31) mS 

yzıb (10+ ]J 12) mS 

yazb _ (-0,4 + j 75,) mS 

bei -Ucs = 12 V, -Ic = 1,5 mA, f = 800 MHz 

yırtb (39,5 — j 18,5) mS 

yızb (-0,06 — j 0,15) mS 

yzıb (-29 + j 24) mS 

yıg (0,08 + j 1,5) mS 

bei -Uca = 12 V; -Ic = 1,5 mA, f = 200 MHz 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 145



Schaltungsprinzip zur Vpb-Messung bei 800 MHz 

Leitungskreis _ mit luslrap‚ofln_g7 
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Rı = der auf den Kollektor transformierte Lastwiderstand



-
t
 

(I
TI
.A
) 
—
—
 

-IB = f (-UBe) »Ic = f (-Use) 

-Uce: = Parameter -Uce: = Parameter 
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7=" f (+4c) -Uce = t (-Ic) 
-Uce ="12 V, fr = Parameter 
f =:' 100 MHz 
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Gpb = f (-lc) -Ucs = f (-lc) 

=Uc8 = 12 V, Gpb = Parameter 
f = 800 MHz 
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F = f# (Je) 
.Uca = 12 V, Re = 60 Q, 
4 = 800 MHz 
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F = f (Re) 
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F = f (.Uce) 

c = 1,5 mA, Re = 60 Q, 

= 800 MHz 
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-Uc8 = 12 V, -Ic = 1,5 mA, f = 800 MHz 
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Rückwärtssteilheit yızb E 
‚UcB = 12 V -05 -03 -07 0 

Meßebene 1 mm unter Gehäuseboden 

Ausgangsleitwert yz25 n 
-Ic = 1,5 mA 9 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 8 
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Eingangsleitwert yır b 
‚Uc8 = 12 V 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
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Vorwärtssteilheit yzıp 

‚Ucs = 12 V 
Meßebene 5 mm unter Gehäuseboden 
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